
 

 I 

บทคดัย่อ 
 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบติัทางไฟฟ้าของเซรามิกระบบทวิภาคบิสมทั
โพแทสเซียมสตรอนเทียมไททาเนต (BKT-ST)  ท่ี x = 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.20, 0.30, 
0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80 และ 0.90 ซ่ึงเตรียมไดจ้ากเทคนิคปฏิกิริยาสถานะของแข็ง โดยใชส้าร
ตั้งตน้ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง และมีการควบคุมบรรยากาศในการเผาซินเตอร์ จากนั้นน าช้ินงานมา
ทดสอบดว้ยการเล้ียวเบนของรังสีเอก็ซ์  วดัค่าไดอิเล็กทริก ท าการตรวจสอบสัณฐานทางวิทยา จาก
ผลการทดลองพบวา่สามารถสังเคราะห์ผง BKT-ST ไดทุ้กสัดส่วนองคป์ระกอบเน่ืองจากไม่พบเฟส
แปลกปลอมใดและได้เ กิดการเปล่ียนเฟสจากเททระโกนอลไปเป็นซูโดคิวบิคท่ีสัดส่วน
องคป์ระกอบ x 0.10 ผลของค่าไดอิเล็กทริกมีแนวโนม้ลดลงเม่ือปริมาณของ ST เพิ่มมากข้ึนแต่ท่ี
สัดส่วนองคป์ระกอบ x = 0.20 เซรามิกมีค่าไดอิเล็กทริกสูงสุดท่ีประมาณ 3059  ค่าความหนาแน่น
ของเซรามิกลดลงเม่ือปริมาณของ ST เพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกนัอีกทั้งอุณหภูมิในการเปล่ียนเฟสนั้นก็
ลดลงดว้ยเช่นเดียวกนั แต่พีคของค่าไดอิเล็กทริกนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะมีฐานกวา้งมากข้ึนซ่ึงสามารถ
ใชง้านไดห้ลากหลายช่วงอุณหภูมิ 
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Abstract 
 

 This aim of study is to investigate the electrical property of ceramics in the binary system 
of  bismuth – potassium strontium titanate (Bi0.5K0.5TiO3- SrTiO3) in terms of perovskite phase 
formation, morphology and electrical properties. The polycrystalline samples of (1-x) 
Bi0.5K0.5TiO3  - xSrTiO3 when x  = 0.0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 
and 0.9  were prepared by the solid state reaction involving the use of high-purity starting oxides 
and controlled atmosphere sintering. Phase development of calcined powders, the crystal structure 
and phase transitions of sintered ceramics were analyzed by X-ray diffraction (XRD), thermal and 
dielectric measurements. The morphology analyses were undertaken by scanning electron 
microscopy (SEM). For XRD result, it can be seen that all the ceramics were detected as single perovskite structure. The 
ceramics with a perovskite structure showed an tetragonal phase at      0.00  x ≤  0.010 and 
became pseudo cubic at  x  0.10 but x = 0.20 has maximum dielectric at around 3059. However, 
Dielectric results showed that dielectric constant and  phase transition temperature of and 
tetragonal–cubic (TC) decreased when a small amount of ST was added. The ceramic decreased 
with increasing ST concentration . BKT-ST ceramics  exhibited a very broad curve over a wide 
temperature range. 
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สัญลกัษณ์และค าย่อ 
 
BKT  บิสมทัโพแทสเซียมไททาเนต (Bi0.5K0.5TiO3) 
BLT  บิสมทัลิเทียมไททาเนต (Bi0.5Li0.5TiO3) 
BNT  บิสมทัโซเดียมไททาเนต (Bi0.5Na0.5TiO3 )   
BT  แบเรียมไททาเนต (BaTiO3) 
c/a  อตัราส่วนของโครงสร้างความเป็นเททระโกนอล 
C  ค่าความจุไฟฟ้า  
E  สนามไฟฟ้า 
EC   สนามไฟฟ้าบงัคบั (Coercive field) 
HP  การกดร้อน (Hot pressed) 
kp  สัมประสิทธ์ิเชิงกลคู่ควบ 
KN  โพแทสเซียมไนโอเบต (KNbO3) 
KNN  โพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต (K0.5Na0.5NbO3) 
NN  โซเดียมไนโอเบต (NaNbO3) 
MPB  รอยต่อระหวา่งเฟส 
PLZT  เลดแลนทานมัเซอร์โคเนตไททาเนต 
PMN  เลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PbMg1/3Nb2/3O3) 
PNN  เลตนิเกิลไนโอเบต (PbNi1/3Nb2/3O3) 
PZN  เลตซิงคไ์นโอเบต (PbZn1/3Nb2/3O3) 
PC  เฟสพาราอิเล็กทริก  
Pr  โพลาไรเซชนัคงเหลือ  
PS  โพลาไรเซชนัอ่ิมตวั  
PT  เลดไททาเนต (PbTiO3) 
PVA  พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 
PZT  เลดเซอร์โคเนตไททาเนต (Pb(Zr1-xTix) 
RoHS  ระเบียบวา่ดว้ยการควบคุมการน าเขา้สินคา้ในประเทศสมาชิก 
s   การหดตวัเชิงปริมาตร  
SEM  กลอ้งจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบส่องกราด  
ST  สตรอนเทียมไททาเนต 
t  ทอลอแรนซ์แฟคเตอร์  
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tan δ  ค่าตวัประกอบการสูญเสียดว้ยความร้อน  
T  อุณหภูมิ 
TC  อุณหภูมิคูรีย ์
WEEE  ระเบียบวา่ดว้ยการก าจดัซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
XRD  การเล้ียวเบนของรังสีเอก็ซ์  
π         ค่าสัมประสิทธ์ิของไพโรอิเล็กทริก 
ε O  ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกในสุญญากาศ (มีค่า 8.854 x 10-12 Fm-1) 
σ  ความหนาแน่น 
ε r  ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริก  
%TD   ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ 

 
 

 


